
توسط  حرارتي سريعبا استفاده از انتشار  p-i-nفتوديود هاي  InGaAsدر ناحيه بزرگ  تختطول موج  امتداد
  افزايش ناخالصي تكنيك

  چكيده :
 p-i-n ردياب هاي نوري ميكرومتري در ناحيه گسترده با ٢,٢يافته  امتداددر اين مقاله، به گزارش طول موج مسطح 

InAsP/InGaAs/InAsP  ) به اختصارPDs توسط تكنيك انتشار سريع حرارتي ((RTD)  مي پردازيم. روي با پوشش
 InAsP/InGaAsبه درون  RTDايجاد منبع ناخالصي جرخشي استفاده مي شود كه توسط تكنيك  ناخالص ساز فسفر براي 

هاي به صورت عمودي روشن،  PD به عنوان پوشش ضد انعكاس براي بهبود پاسخ دهي در  Si/Al٢O٣وارد شده است. ماده 
-١٠ در  )٨,٢  ١٠x-٦ ٢A/cm( A ٤,١  ١٠x-٨ميكرومتر تحت تاثير ميزان نور كم  ٨٠٠داراي قطر  PDاستفاده مي شود . 

mV ميكرومتر،  ٢,٠تا  ١,٤درصد در محدوده طول موج ٩٠ميكرومتر، كارايي ذره اي بالاي  ٢,٢، طول موج بريده شده به اندازه
داراي  PDميكرومتر در دماي اتاق مي باشد. به علاوه، به علاوه،  ٢در طول موج  A/W ١,٤٥هي بالا به اندازه پاسخ د داراي و

  مي باشد.   mW ٢,٠تا  ٠,١يگانگي مناسب در محيط دريافت كننده نور در  محدوده توان توليد نور 
  :مقدمه 

در ديد در شب، حسگر هاي از راه به طور گسترده   )InGaAs  )PDsردياب هاي نوري  برش يافته،يافته  امتدادطول موج 
دور، جستوجوي محيطي، پيش بيني هوا، بازيابي پلاستيك، بازرسي كيفيت دارويي و غيره استفاده مي گردد.  طول موج برش 

ينديوم از ميزان ا افزايشميكرومتر در دماي اتاق توسط  ٢,٢به  ١,٧توانايي گسترش از   ١GaxIn−Asxيافته ردياب هاي نور 
اختلاف انرژي بين باند رسانش و باند ظرفيت در ماده شكاف باند نمايانگر كه متناظر با انقباض شكاف باند ( ٧٣درصد به  ٥٣

مي باشد. در  eV ٠,٥٦به  eV ٠,٧٤از  ). نوري است كه يك ماده ي مركب جذب يا گسيل مي كند» رنگ« طول موج يا 
ميكرومتري تحت اثر  ٢,٢ InGaAsميكرومتري شناخته شده، ردياب هاي نوري  ١,٧ InGaAsتضاد با ردياب هاي نوري 

درصد عدم تطابق شبكه مابين  ١مخرب نشت تاريكي بيش از حد به دليل جابه جايي بالاي نا متناسب چگالي توسط 
٢٧.٠Ga٧٣.٠In  لايه فعال و زيرلايهInP  فعال عدم تطابق شبكه مابين لايهمي باشد. علاوه بر اصلاحAsx−١GaxIn    و زيرلايه

InP ناخالصي هاي ،InGaAs, InAsP,   وAlInAs  به طور معمول به عنوان تركيبي براي لايه هاي ميانگير براي طول
دارند  P-i-Nطول موج امتداد يافته به طور معمول ساختار  InGaASهاي  PDها استفاده مي گردد.  PDموج امتداد يافته 

و همكاران گزارش  D’Hondtكه برخي برتري هايي نظير پروسه ساخت ساده و نشتي جريان بسيار پايين از آن جمله است. 
ميكرومتر مربع، جربان   ٦٠٠ x ٦٠٠ساخته شده با پنجره مزاطول موج امتداد يافته نوع  InGaAsردياب نوري دادند كه 

) بالاتر است. ٨,٩  ١٠x-٣ ٢A/cm( Aميكرو ٣٢كه نسبت به نوع مسطح آن  دارد -١٠ mVو  K٣٠٠در  Aميكرو  ٦٢تاريك 
دارا  بودن به  ١٠mV-و  ٢٩٠kميكرو متر در  ٢,٥و  ٢,٢با طول موج برش يافته  InGaAsهايي  PDژانگ و همكاران، 

را گزارش دادند. كااو و   )٨,٩ × ١٠−٤ ٢A/cm(  nA ٦٧ و )٧,٣ × ١٠−٤ ٢A/cm(  nA ٥٧ترتيب جريان تاريك  
١,٣٧  xميكرومتر با چگالي جريان تاريك  ٢,٤٣با طول موج امتداد يافته مزاردياب نوري نوع  InGaAs/InAsP، همكاران

٢A/cm در ١٠-٥kو  ٢٠٠mV را گزارش دادند. هرچند، اين نوع دستگاه ها هنوز هم چگالي جريان تاريك بالايي در  -١٠
  و درجه حرارت اطاق نمايش مي دهند.  mV ١٠-در  cmA/٢ ١٠-٣تا  ١٠-٤محدوده 


